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efficiency of any known synthesis methods for creation of binary sequences with «not more than one coincidence» 
property.  The efficiency of known methods of creating binary sequences based on extended Galois fields theory 
is analyzed by comparing the obtained sequences length with a theoretical low bound estimation. The paper 
shows high performance of the known methods of creation of sequences with «not more than one coincidence» 
property based on extended Galois fields.

keywords: binary sequences, sequences with «not more than one coincidence», lower bound sequence length 
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òеслюк â. ì., ïукач à. І., Загарю ð. â. ìетоди, моделі та засоби 
автоматизації визначення ємнісних і резистивних параметрів елементів 
ìåìÑ.— ëьвів: âидавництво ëьвівської політехніки, 2015.

Проаналізовано методи, моделі та засоби визначення електрично-
го опору резистивних параметрів електричних кіл, а також роз-
глянуто резистивні та ємнісні параметри МЕМС та особливості 
автоматизації визначення їх значення. Наведено розроблені методи 
для автоматичного визначення електричного опору та ємності рези-
стивних та ємнісних параметрів МЕМС, що враховують особливості 
та специфіку МЕМС-технологій. Здійснено моделювання роботи 
розроблених методів та аналіз отриманих результатів.
Для радіоінженерів, науковців і студентів, які спеціалізуються у сфері 
автоматизації вимірювання та контролю ємнісних і резистивних параметрів 
мікроелектронних пристроїв та систем.

áобало Ю. Я., Ñтахів ï. ã., ðендзіняк Ñ. Й. та ін. êомбінований 
(гібридний) лабораторний практикум з теорії електричних та електрон-
них кіл, сигналів і вимірювань у комп’ютеризованій лабораторії.— ëьвів: 
âидавництво ëьвівської політехніки, 2016.

Навчальний посібник містить комплекс лабораторних робіт з теорії 
електричних та електронних кіл, сигналів і вимірювань, які вико-
нують у два етапи: фізичний експеримент та віртуальний експери-
мент. Такий підхід дає змогу поглибити здобуті теоретичні знан-
ня, набути практичних навичок роботи з технічним обладнанням.
Для студентів електротехнічних та електромеханічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів.
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Дружинін А. О., Мар’ямова І. Й., Кутраков О. П. Датчики механічних 
величин на основі ниткоподібних кристалів кремнію, германію та сполук 
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Пðоàíàлізовàíо фізèчíі осíовè ствоðеííя íàпівпðовідíèêовèх 
теíзоðезèстèвíèх дàтчèêів мехàíічíèх велèчèí. Нàведеíо 
хàðàêтеðèстèêè теíзоðезèстоðів íà осíові íèтêоподібíèх 
êðèстàлів êðемíію, геðмàíію тà сполуê А3В5 тà ðезультàтè 
досліджеíь вплèву елеêтðоííого опðоміíеííя íà влàстèвості 
íèтêоподібíèх êðèстàлів êðемíію. Розгляíуто техíологічíі 
осíовè вèготовлеííя дàтчèêів мехàíічíèх велèчèí íà осíові 
íèтêоподібíèх êðèстàлів êðемíію для ðізíèх темпеðàтуð-
íèх діàпàзоíів, à тàêож їх êоíстðуêтèвíі особлèвості. Опè-
сàíо дàтчèêè тèсêу ðізíого пðèзíàчеííя тà їхíі хàðàêтеðè-
стèêè, à тàêож дàтчèêè зусèлля і пðèсêоðеííя. Розгляíу-
то можлèвості ствоðеííя бàгàтофуíêційíèх дàтчèêів для 
вèміðювàííя мехàíічíèх і тепловèх велèчèí.
Для íàуêовèх, іíжеíеðíо-техíічíèх пðàцівíèêів і студеíтів, яêі íàвчàються зà 
íàпðямом “Міêðо- тà íàíоелеêтðоíіêà”, à тàêож шèðоêого зàгàлу спеціàлістів у 
гàлузі сеíсоðíої елеêтðоíіêè тà міêðоелеêтðоíіêè.
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atoms deposited during the initial crystallization period between Te(2)—Bi and Bi—Te(2) layers, and in defect 
centers perpendicularly to the surface of the crystal (0001), which culminates in the formation of dissipative 
nanostructures. it was found that  thermoelectric properties of crystals doped with indium undergo the most 
significant change.

Keywords: thermoelectric materials, defect centers, crystals, dissipative nanostructures..
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Представлены результаты теоретических и экспери-
ментальных исследований некоторых новых физиче-
ских явлений и эффектов в термоэлектрически неод-
нородных и анизотропных средах. Ê ним относятся 
Umkehr-ýффåêò, à òàêжå ÿâëåíèÿ îбъåмíîé òåðмî-ýдñ è 
Бриджмена. Их использование позволило предложить и  
создать ряд оригинальных холодильных элементов. Рас-
смотрены также новые аспекты явления вихревых тер-
моэлектрических токов, на основании которых предло-
жен оригинальный подход к проблеме термоэлектриче-
ского преобразования энергии. Полученные результаты 
обусловили появление ряда перспективных генератор-
ных и холодильных элементов.
Äля ученых, занимающихся термоэлектричеством, 
инженеров-разработчиков термоэлектрических прибо-
ров, а также для преподавателей, аспирантов и студен-
тов соответствующих специальностей.


